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钒蒸发料编制说明
1、工作简况
1.1任务来源
近年来，钒蒸发料作为一种重要的半导体电子器件制造用材料等方面得到广泛的应用。随着我国集成电路产业的快速发展，此种蒸发镀膜材料的消耗量逐年增加，市场广阔。目前我国已有多家企业可提供该类产品，但由于未对钒蒸发料制定相应的标准，也未检索到相应的国际标准或国外先进标准，市场上的钒蒸发料质量、规格多样，验收规则也千差万别，因此需要建立我国钒，尤其是钒蒸发料行业标准，可促进现有产品质量的提高，确保产品生产、检验和验收的规范及统一。目前美国材料协会标准、日本电子协会标准、欧盟标准中均没有钒蒸发料的相关标准，因此钒蒸发料产品国家标准的制定对该产品技术水平的不断提高将起到一定的推动作用。本标准是根据多年产品的生产经验和使用要求，积累一定数据的基础上制定的，充分考虑了标准的先进性、适用性和可操作性。  
根据工业和信息化部工信厅科 [2014]628号文下达该标准的制定任务，项目起至日期为2015年1月～2015年12月，行业标准计划序列号为2014-1486T-YS，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会，起草单位为有研亿金新材料有限公司。
有研亿金新材料有限公司接到标准制定任务后，根据任务落实会的会议精神，组建钒蒸发料标准起草小组，主要进行如下工作：
（1）确立《钒蒸发料》行业标准起草遵循的基本原则；

（2）申报起草该报告的立项报告；

（3）对供应商、客户纯度要求进行调研、收集资料；

（4）查阅相关标准；

（5）确定主要技术内容；

（6）确定仲裁分析方法；

1.2 起草单位
有研亿金新材料有限公司，简称有研亿金，隶属于北京有色金属研究总院。有研亿金拥有30多年专业从事稀有和贵金属材料研究、开发和生产经验，获得并积累了一大批国家和部级科研成果，培养造就了大批科研、生产人才。有研亿金是国内率先开展集成电路用靶材研究开发的单位，在集成电路用超金属靶材制备加工领域具有国内领先的优势。多年来，有研亿金利用具有自主知识产权的高性能靶材制备技术，开发了独具特色的靶材产品，靶材产品涉及各种稀贵金属Ag、Au、Pt及其合金，各种材料Al、Cu、Ti及其合金，各种难熔金属等，形成了具有年产值近亿元的产业基地，如先进镀膜用半导体材料、光学材料、稀土材料、集成电路相关材料等，具备一大批对超金属材料制备加工技术具有较坚实理论基础和丰富实践经验的专家和技术人员。有研亿金历年承担国家军工配套项目和军工新产品试制项目近百项，获部级奖56项，国家专利38项，国家科技进步奖3项，国家发明奖9项，全国科学大会奖2项，国家科技进步奖特等奖子项奖1项。
1.3主要过程和内容
本标准主管部门为中国有色金属工业协会，起草单位为有研亿金新材料有限公司。
有研亿金新材料股份有限公司接到标准制定任务后，组织起草人员查阅和检索了国内外有关技术标准和资料，并征求了相关生产和使用企业的意见，作为建立本技术标准的技术依据，也考虑了国内生产、加工能力和分析水平等实际情况于2015年2月完成草案稿。2015年3月24日~3月27日由中国有色金属工业标准计量质量研究所主持，在江苏省无锡市召开有色金属标准工作会议，与会专家对标准的讨论稿进行了认真、热烈的讨论，经讨论后有4家单位对本标准提出了意见，会后标准起草人认真记录并汇总与会专家提出的意见，随后标准起草人按照意见对标准进行认真修改并形成预审稿。于2015年5月25日~5月28日，在河南省洛阳市对标准进行预审，此次会议，共有10个单位12名代表参加了会议。会议对标准的内容再次进行讨论，并提出相关意见和建议，起草人根据各方意见，进行研讨修改，并形成了送审稿，提交审定会讨论。
2  编制原则和依据
本标准起草单位自接受起草任务后，本标准编制组收集了生产国内外客户要求、国内厂家实际生产水平等信息，初步确定了《钒蒸发料》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：
1）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；
2）根据国内外钒蒸发料使用企业具体情况，力求做到标准的合理性与实用性；
3）广泛适用，操作可行的原则；
4）有利于创新发展与国际接轨的原则。
编制本标准既考虑到国内外众多客户要求，又考虑到国情力求使材料规范与国外先进材料接轨，使本规范具有广泛的适用性和可操作性。
3  主要内容的分析综述
3.1主要内容与适用范围
本标准规定了钒蒸发料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。

本标准适用于半导体行业用的各类钒蒸发料。 
3.2规范性引用文件
本标准针对客户对钒蒸发料要求编写。要求包括：原材料纯度、表面质量、内部质量、尺寸和外观等等方面。引用了推荐性国家标准1项，行业标准1项。
3.3 技术要求
3.3.1 产品分类
综合目前半导体行业用的钒蒸发料市场上所有产品可以按照以下形式分类：
钒蒸发料产品按照纯度分为 IC-V 99.9、IC –V 99.95 两种。
钒蒸发料产品主要分为片状和柱状两种。
3.3.2成分要求
由于集成电路的集成度越来越高，互联线宽度不断减小，因此对钒蒸发料提出非常严格的要求，纯度和杂质含量直接影响着电子薄膜性能。电子薄膜用钒蒸发料分类按照应用纯度主要为99.9%、99.95%两种。
表1 钒蒸发料的化学成分表
	牌号
	V（质量分数）/%
	杂质含量 /%，≤

	
	
	Al
	B
	Cr
	Fe
	Mo
	Nb
	Ni

	IC-V 99.9
	99.9
	0.02
	0.001
	0.002
	0.01
	0.01
	0.01
	0.002

	IC-V 99.95
	99.95
	0.008
	0.001
	0.002
	0.01
	0.005
	0.005
	0.001

	

	牌号
	V（质量分数）/%
	杂质含量 /%，≤

	
	
	Si
	Sn
	Ta
	Ti
	W
	Zr
	

	IC-V 99.9
	99.9
	0.04
	0.005
	0.005
	0.001
	0.002
	0.001
	

	IC-V 99.95
	99.95
	0.025
	0.005
	0.005
	0.001
	0.002
	0.001
	

	注1：钒蒸发料的纯度，按照减量法计算，即为100%减去表中规定的杂质实测总和而得。

注2：需方对某种特定杂质元素含量有要求的，由供需双方协商执行。


3.3.3 尺寸及允许偏差
钒蒸发料的尺寸及偏差应符合客户的技术要求。常规用量最多的几种规格钒蒸发料产品尺寸及允许偏差如下表所示：

表2 钒蒸发料规格
	项目
	片状
	柱状

	
	A
	B
	C
	D
	L

	尺寸/mm
	10
	10
	2
	3
	6

	
	15
	15
	2
	6
	6

	允许偏差/mm
	±0.5
	±0.5
	±0.2
	±0.2
	±0.5

	注：经双方协商，可提供其他规格及允许偏差的钒蒸发料。


3.3.4外观质量
钒蒸发料产品表面应光亮平整、洁净，边角完整，无飞边、无毛刺、无夹杂、无裂纹等缺陷。钒蒸发料产品表面应清洁、无油污和锈蚀；应无颗粒附加物和其他沾污。钒蒸发料产品端面或表面允许有轻微的冲、剪、裁等痕迹或在允许偏差范围内的凹坑和划痕。 
3.3.5 包装
钒蒸发料内包装可采用塑料瓶包装和真空封装两种，塑料瓶包装的瓶口铝封膜要封口完整，无开裂、无贯通。真空袋封口要平整无贯通，真空袋体无漏洞和泄漏。
4  标准水平分析
4.1 标准水平简析
本标准参照了这些国际先进的钒蒸发料制造企业产品要求。通过文献检索，网上查询，国内外并没有钒蒸发料的相关国家、行业标准，本标准为首次制定。在标准制定过程中，总结国内外钒蒸发料制造商的实际生产水平，并调研了国内外半导体等应用领域客户对产品的基本要求，首次对半导体行业用的各类钒蒸发料制定了标准， 确定该标准总体水平为国际一般水平。 
4.2 标准创新点
本标准在编制过程中，有研亿金多次对国内多个具有代表性的厂商进行摸底和调研，收集了大量的钒蒸发料参考数据，并多次召开内部会议，使得标准在起草过程中始终具有代表性，是对标准编制方法的创新。经过了详细论证，保证了本标准的可执行性。  
5、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
本标准属于专业基础标准，没有现行的法律、法规、规章制度等对其要求，本领域没有强制性标准，且与其他标准无矛盾与不协调之处。
6、专利及涉及知识产权
本文件起草过程中没有检索到专利和知识产权问题，如果涉及到专利和知识产权时请使用单位与专利和知识产权方协商，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
7、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议
本标准属于半导体行业用钒蒸发料的基础标准，本标准中的内容全面覆盖了钒蒸发料的一般性通用要求。因此，建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。
       《钒蒸发料》编制组
                                                 2015年8月18日
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